OEM: Texas Instruments Thyristor TIC45 Datasheet

Silicon Thyristor

TIC45

60V / 600mA

DATASHEET

OEM - Texas Instruments

Source: Texas Instruments Databook 1968/69

Datasheet Rev. 1.3 — 03/19 — data without warranty / liability



OEM: Texas Instruments Thyristor TIC45 Datasheet

TIC44, TIC45, TIC46, TIC47
PNPN-Silizium-Planar-Thyristoren im Silect*-Gehéduse

800 mA Gleichstromleistung
30 V bis 200 V Spannungsabstufungen

Mechanische Daten

Diese Thyristoren sind in ein spezielles Plastik-Geh#éuse eingekapselt. Das Gehduse widersteht Lét-
temperaturen ohne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen aus-
gezeichnet stabile Kennwerte und erfillen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 106B.

Malie in mm "Silect pin circle"
;-r
- 1
N N
= o, '
- . g
04# f S
12,7 min ——= ﬁ,"i‘l' o =14 101
- 3

1 - Kathode, 2 - Gate, 3 - Anode

* Schutzmarke von Texas Instruments.
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Absolute Grenzwerte

TIC44 TIC45 TIC46 TICAT

FluBsperrspannung, Upo (Bem. 1) 3|V eV 00V 200V
SpitzenfluBsperrspannung (Bem. 1) 0V 60V W0V 200V
Sperrspannung, Uro (Bem. 1) oV B0V 0oV 200V
Spitzensperrspannung (Bem. 1) oV 60V 0oy 200V
FluBstram bei (oder unter) 55 °C Geh#usetemperatur (Bem. 2) -“— 600 mA —
FluBstrom bei (oder unter) 25 °C Umgebungstemperatur (Bem. 3) -~ 300 mA —
FluBstrom(180 °C Einschaltwinkel) bei (oder unter) 55°C Gehiuse-

temperatur (Bem. 4) - 430 mA —
SpitzenfluBspannung (Bem. 5) < 6 A -
Spitzen-Gate-Sperrspannung -— Bv —
Spitzen-Gate-FluBstrom (Impulsbreite << 300 ps) -— 1A -
Spitzen-Gate-Verlustleistung (Impulsbreite < 300 ps) - 4W —
Umgebungs-Arbeitstemperaturbersich +— —B5°Chis+125°C —
Lagerungstemperatur + —85°C bis +180°C —
Temperatur der AnschluBdrahte in 1,6 mm Abstand vom Gehduse

fur10s - 260 °C —
Bemerkungen:

1. Dieser Wert wird garantiert, wenn Rgr == 1 k.

2. Dieser Wert wird bei Gleichstrom mit Widerstandslast garantiert.

3. Dieser Wert wird bel Gleichstrom mit Widerstandslast garantiert.

4. Dieser Wert wird bei Einphasenhalbwellenstrom, 60 Hz, und Widerstandslast garantiert,

5. Dieser Wert wird fir eine Halbwelle (60 Hz) zugelassen. Spitzenstrom darf wiederholt werden, wenn

die Type sich wieder abgekiihlt hat,
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Elektrische Grenzwerte bel Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Priifbedingungen min max Einh.

lgr FluBsperrstrom U = Menn-Spannung Urm, Rex = 1kQ, Tp=125°C 50 i

lmm Sperrstrom Ug = Nenn-Spannung Urg, Reg = 1 kR, Typ=1258°C 50 Ty

ler Gate-Triggerstrom Uaa =BV, R =100 Q, tpa = 20 us 200 A
(Bem. &)

Ugr Gate-Trigperspannung Uaia =86V, Ry =100 Q, tpo = 20ps 08 v
(Bem. &) Upa =6BY, AL =100 9, tpoy= 20 ps,

T=125°C 0,2 v
lan Haltestrom Fr =100 2, Ror = 1 kR 5 mA,
Up FlubBspannung Iy = 300 mA, Rgr = 1 kQ 1.4 v

{Bem. T)
Bemerkungen:
6. Beim Messen dieses Parameters soll Rgg= 1 kQ sain.
7. ImpulsmaBig gemessen: Impulsbreite = 1 ms, Tastverhaltnis = 1%.
Thermische Daten
Parameter max Einheit
RmI. G Thermischer Widerstand Kristall-Gehduse [ “CIW
Rinr.w Tharmischer Widerstand Kristall-Umgebung 275 *Cw
Schaltkenndaten bei Ty = 25°C
Parameter Pritfbedingungen typ Einhait
ten Einschaltzeit Uaa =30V, Rp=50 8, Rg= 20k, Usa = 20V (Bild 1) 35 5
torr Ausschaltzeit Upa =30V, Rp=500 Ig=1A (Bild 2) 6,8 s
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Testschaltung
Bild 1 — Einschaltzeit

Bemerkungen:

A) Ug wird wie gezeigt gemessen. Ausgang ist offen.

B) Ug von Bild 1 hat folgende Schaltflanken: tr < 40 ns, {p = ps.

C) Die Impulse werden an einem Oszillographen mit folgender Charakteristik gezeigt:
tr== 14 ns, Reing = 10 MQ, Ceing < 12 pF.

D) Rg stellt den Summenwiderstand des Generators und des externen Widerstandes dar.
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Bild 2 — Ausschaltzeait

Bemerkungen:

E) Impulsgeneratoren fir Uy und Ug sind synchronisiert, um einen Anodenstrom von 50 bis 300 ps und
ein Tastverhaltnis von 1% zu erzielen. Die Impulsbreite ven Uy und Us = 10 ps.
“F) Widerstand Ry wird so aingestellt, daB g = 1 A flieBt.
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Bemerkungen:

B. Der Thyristor ist im Zentrum des senkrecht stehenden Kihlkérpers montiert, Die Kihlkérperfliche
ist zweimal die Seitenflache.

9. Ring_u beinhaltet den thermischen Widerstand vom Gehéuse zum Kihlkérper, Rinc_x, und zusétz-
lich den thermischen Widerstand vom Kihlkérper zur Umgebungstemperatur, Rgg_u; dies wird
durch falgende Formel ausgedrickt:

Rinc_v = Rmmg_x + Rmu_x

Datasheet Rev. 1.3 — 03/19 — data without warranty / liability



OEM: Texas Instruments Thyristor TIC45 Datasheet

Der Kleinste Kihlkdrperbedarf soll wie folgt entsprechend dem Anodenstrom ausgelegt werden:
1. Entnahme der maximalen Verlustleistung aus Bild 3

2. Erreichung des maximalen zulassigen thermischen Widerstandes des Gehfuses zur Umgebung.

Ti=Tu
Ring.u = i Rimi.G
wobei: Ty = Kristalltemperatur
Tu = Umgebungstemperatur
Pa = Mittlera Anodenverlustleistung (Bem. 3)

Rinr.g = Thermischer Widerstand Kristall-Gehdiuse = 75 °C/W (max)
3. Ermittlung der Kihlflache aus Bild 4

Baispiel

Gesucht: Klelnste notwendige Fliche elnes 1,5 mm dicken Kihlk8rpers fir einen Thyristor im sicheren Arbeits-
bereich bei 0.4 A und einem Einschaltwinkel von 180 °C.

Gegeben: Maximales Ty = 125°C
To=35°C
Riny.c = 75 °C/W

Lésung: Von Bild 3, Py = 0,84 W fir 0,4 A mit 180 ° Einschaltwinkel. Verwendung der Farmel nach Punkt 2;
125°C —35°C
Ring. vt = ————————— = TS °C/W = 32 °C/W
th - U 0BEW f /

Bild 4 zeigt Rung . v von 32 *C/W, und die Fliche betrigt 115 cm® Daraus ergibt sich die kleinste KihIk&rpergriBe:

Fliche /Flicha /115 y 115 6 em 18
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Thermische Daten
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Typische Kennwerte
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Typische Kennwerte
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